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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１薄膜トランジスタ、第５薄膜トランジスタ、第１キャパシタ及び第１発光ダイオー
ドを含む第１サブピクセル駆動ユニットと、
　第２薄膜トランジスタ、第６薄膜トランジスタ、第２キャパシタ及び第２発光ダイオー
ドを含む第２サブピクセル駆動ユニットと、
　第３薄膜トランジスタ、第７薄膜トランジスタ及び第９薄膜トランジスタを含む第１逆
バイアスユニットと、
　第４薄膜トランジスタ、第８薄膜トランジスタ及び第１０薄膜トランジスタを含む第２
逆バイアスユニットと、を包含するＯＬＥＤピクセル回路であって、
　前記第１薄膜トランジスタのソース電極及び前記第２薄膜トランジスタのソース電極は
電源の正電圧を受け取り、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極は第１ノードに電気的
に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は第２ノードに電気的に接続
されており、前記第１薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダイオードのアノ
ードに電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発
光ダイオードのアノードに電気的に接続されており、
　前記第５薄膜トランジスタのソース電極及び前記第６薄膜トランジスタのソース電極は
データ信号を受信し、前記第５薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１ノードに電気
的に接続されており、前記第６薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２ノードに電気
的に接続されており、前記第５薄膜トランジスタのゲート電極は第２制御信号を受信し、
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前記第６薄膜トランジスタのゲート電極は第３制御信号を受信し、
　前記第１キャパシタの一端は前記第１ノードに電気的に接続されており、前記第１キャ
パシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り、前記第２キャパシタの一端は前記第２ノー
ドに電気的に接続されており、前記第２キャパシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り
、
　前記第３薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第４薄膜トランジスタのゲート電極は
第１制御信号を受信し、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記第４薄膜トラン
ジスタのソース電極は前記電源の正電圧を受け取り、前記第３薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第４薄膜ト
ランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接続されてお
り、
　前記第７薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第８薄膜トランジスタのゲート電極は
前記第１制御信号を受信し、前記第７薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダ
イオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第８薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第２発光ダイオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第７薄
膜トランジスタのソース電極及び前記第８薄膜トランジスタのソース電極は電源の負電圧
を受け取り、
　前記第９薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第１０薄膜トランジスタのゲート電極
は前記第１制御信号を受信し、前記第９薄膜トランジスタのソース電極及び前記第１０薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の負電圧を受け取り、前記第９薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
１０薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接
続されており、
　前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号はいずれも、外部のタイミ
ングコントローラによって供給され、
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前
記第７薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ、前記第９薄膜トランジスタ及び前
記第１０薄膜トランジスタはいずれも、低温ポリシリコン薄膜トランジスタ、酸化物半導
体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタであり、
　前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号は互いに組み合わさり、順
に第１発光ダイオードの電位記憶段階、第１発光ダイオードの発光表示段階、第２発光ダ
イオードの電位記憶段階、及び第２発光ダイオードの発光表示段階に対応し、
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び
前記第１０薄膜トランジスタはいずれも、Ｎ型薄膜トランジスタであり、前記第４薄膜ト
ランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはいずれも、Ｐ型
薄膜トランジスタであり、
　前記第１発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は高電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
　前記第１発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
　前記第２発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は高電位を提供し、
　前記第２発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供することを特徴
とするＯＬＥＤピクセル回路。
【請求項２】
　第１薄膜トランジスタ、第５薄膜トランジスタ、第１キャパシタ及び第１発光ダイオー
ドを含む第１サブピクセル駆動ユニットと、
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　第２薄膜トランジスタ、第６薄膜トランジスタ、第２キャパシタ及び第２発光ダイオー
ドを含む第２サブピクセル駆動ユニットと、
　第３薄膜トランジスタ、第７薄膜トランジスタ及び第９薄膜トランジスタを含む第１逆
バイアスユニットと、
　第４薄膜トランジスタ、第８薄膜トランジスタ及び第１０薄膜トランジスタを含む第２
逆バイアスユニットと、を包含するＯＬＥＤピクセル回路であって、
　前記第１薄膜トランジスタのソース電極及び前記第２薄膜トランジスタのソース電極は
電源の正電圧を受け取り、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極は第１ノードに電気的
に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は第２ノードに電気的に接続
されており、前記第１薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダイオードのアノ
ードに電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発
光ダイオードのアノードに電気的に接続されており、
　前記第５薄膜トランジスタのソース電極及び前記第６薄膜トランジスタのソース電極は
データ信号を受信し、前記第５薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１ノードに電気
的に接続されており、前記第６薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２ノードに電気
的に接続されており、前記第５薄膜トランジスタのゲート電極は第２制御信号を受信し、
前記第６薄膜トランジスタのゲート電極は第３制御信号を受信し、
　前記第１キャパシタの一端は前記第１ノードに電気的に接続されており、前記第１キャ
パシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り、前記第２キャパシタの一端は前記第２ノー
ドに電気的に接続されており、前記第２キャパシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り
、
　前記第３薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第４薄膜トランジスタのゲート電極は
第１制御信号を受信し、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記第４薄膜トラン
ジスタのソース電極は前記電源の正電圧を受け取り、前記第３薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第４薄膜ト
ランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接続されてお
り、
　前記第７薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第８薄膜トランジスタのゲート電極は
前記第１制御信号を受信し、前記第７薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダ
イオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第８薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第２発光ダイオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第７薄
膜トランジスタのソース電極及び前記第８薄膜トランジスタのソース電極は電源の負電圧
を受け取り、
　前記第９薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第１０薄膜トランジスタのゲート電極
は前記第１制御信号を受信し、前記第９薄膜トランジスタのソース電極及び前記第１０薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の負電圧を受け取り、前記第９薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
１０薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接
続されており、
　前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号は互いに組み合わさり、順
に第１発光ダイオードの電位記憶段階、第１発光ダイオードの発光表示段階、第２発光ダ
イオードの電位記憶段階、及び第２発光ダイオードの発光表示段階に対応し、
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び
前記第１０薄膜トランジスタはいずれもＮ型薄膜トランジスタであり、前記第４薄膜トラ
ンジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはいずれもＰ型薄膜
トランジスタであり、
　前記第１発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は高電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
　前記第１発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
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、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
　前記第２発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は高電位を提供し、
　前記第２発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供することを特徴
とするＯＬＥＤピクセル回路。
【請求項３】
　前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号はいずれも、外部のタイミ
ングコントローラによって供給されることを特徴とする請求項２に記載のＯＬＥＤピクセ
ル回路。
【請求項４】
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前
記第７薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ、前記第９薄膜トランジスタ及び前
記第１０薄膜トランジスタはいずれも、低温ポリシリコン薄膜トランジスタ、酸化物半導
体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタであることを特徴とする
請求項２に記載のＯＬＥＤピクセル回路。
【請求項５】
　ＯＬＥＤピクセル回路を提供するステップ１と、
　第１発光ダイオードの電位記憶段階に入るステップ２と、
　第１発光ダイオードの発光表示段階に入るステップ３と、
　第２発光ダイオードの電位記憶段階に入るステップ４と、
　第２発光ダイオードの発光表示段階に入るステップ５と、を含むＯＬＥＤ素子の劣化遅
延方法であって、
　前記ステップ１において、前記ＯＬＥＤピクセル回路は、
　第１薄膜トランジスタ、第５薄膜トランジスタ、第１キャパシタ及び第１発光ダイオー
ドを含む第１サブピクセル駆動ユニットと、
　第２薄膜トランジスタ、第６薄膜トランジスタ、第２キャパシタ及び第２発光ダイオー
ドを含む第２サブピクセル駆動ユニットと、
　第３薄膜トランジスタ、第７薄膜トランジスタ及び第９薄膜トランジスタを含む第１逆
バイアスユニットと、
　第４薄膜トランジスタ、第８薄膜トランジスタ及び第１０薄膜トランジスタを含む第２
逆バイアスユニットと、を包含し、
　前記第１薄膜トランジスタのソース電極及び前記第２薄膜トランジスタのソース電極は
電源の正電圧を受け取り、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極は第１ノードに電気的
に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は第２ノードに電気的に接続
されており、前記第１薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダイオードのアノ
ードに電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発
光ダイオードのアノードに電気的に接続されており、
　前記第５薄膜トランジスタのソース電極及び前記第６薄膜トランジスタのソース電極は
データ信号を受信し、前記第５薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１ノードに電気
的に接続されており、前記第６薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２ノードに電気
的に接続されており、前記第５薄膜トランジスタのゲート電極は第２制御信号を受信し、
前記第６薄膜トランジスタのゲート電極は第３制御信号を受信し、
　前記第１キャパシタの一端は前記第１ノードに電気的に接続されており、前記第１キャ
パシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り、前記第２キャパシタの一端は前記第２ノー
ドに電気的に接続されており、前記第２キャパシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り
、
　前記第３薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第４薄膜トランジスタのゲート電極は
第１制御信号を受信し、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記第４薄膜トラン
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ジスタのソース電極は前記電源の正電圧を受け取り、前記第３薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第４薄膜ト
ランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接続されてお
り、
　前記第７薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第８薄膜トランジスタのゲート電極は
前記第１制御信号を受信し、前記第７薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダ
イオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第８薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第２発光ダイオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第７薄
膜トランジスタのソース電極及び前記第８薄膜トランジスタのソース電極は電源の負電圧
を受け取り、
　前記第９薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第１０薄膜トランジスタのゲート電極
は前記第１制御信号を受信し、前記第９薄膜トランジスタのソース電極及び前記第１０薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の負電圧を受け取り、前記第９薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
１０薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接
続されており、
　前記ステップ２において、前記第１発光ダイオードの電位記憶段階は第Ｎフレームの画
像期間にあり、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号により、前記
第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前記
第９薄膜トランジスタはオンとなるように制御され、前記第１薄膜トランジスタ、前記第
２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７
薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはオフとなるように制御され、前記第
１キャパシタは前記データ信号の電位を記憶し、且つ前記第２発光ダイオードは逆バイア
ス状態となり、
　前記ステップ３において、前記第１発光ダイオードの発光表示段階は第Ｎフレームの画
像期間にあり、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号により、前記
第１薄膜トランジスタ、前記第４薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前記
第９薄膜トランジスタはオンとなるように制御され、前記第２薄膜トランジスタ、前記第
３薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７
薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはオフとなるように制御され、前記第
１発光ダイオードは発光し、且つ前記第２発光ダイオードは引き続き、逆バイアス状態と
なり、
　前記ステップ４において、前記第２発光ダイオードの電位記憶段階は第Ｎ＋１フレーム
の画像期間にあり、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号により、
前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前
記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタは
オンとなるように制御され、前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前
記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはオフとなるように制御され、前
記第２キャパシタは前記データ信号の電位を記憶し、且つ前記第１発光ダイオードは逆バ
イアス状態となり、
　前記ステップ５において、前記第２発光ダイオードの発光表示段階は第Ｎ＋１フレーム
の画像期間にあり、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号により、
前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び
前記第１０薄膜トランジスタはオンとなるように制御され、前記第１薄膜トランジスタ、
前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前
記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはオフとなるように制御され、前
記第２発光ダイオードは発光し、且つ前記第１発光ダイオードは引き続き、逆バイアス状
態となることを特徴とするＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法。
【請求項６】
　前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号はいずれも、外部のタイミ
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ングコントローラによって供給されることを特徴とする請求項５に記載のＯＬＥＤ素子の
劣化遅延方法。
【請求項７】
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前
記第７薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ、前記第９薄膜トランジスタ及び前
記第１０薄膜トランジスタはいずれも、低温ポリシリコン薄膜トランジスタ、酸化物半導
体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタであることを特徴とする
請求項５に記載のＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法。
【請求項８】
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び
前記第１０薄膜トランジスタはいずれもＮ型薄膜トランジスタであり、前記第４薄膜トラ
ンジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはいずれもＰ型薄膜
トランジスタであり、
　前記第１発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は高電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
　前記第１発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
　前記第２発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は高電位を提供し、
　前記第２発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供することを特徴
とする請求項５に記載のＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ技術の分野に関するものであり、特にＯＬＥＤピクセル回路及
びＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　アクティブマトリックス発光ダイオード（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、ＡＭＯＬＥＤ）は、駆動薄膜トランジ
スタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）が飽和状態にあるときに生
成される電流によって駆動されることで発光し、従来のＡＭＯＬＥＤピクセル回路は通常
、２Ｔ１Ｃの駆動回路である。図１を参照されたい。このような２Ｔ１Ｃの回路は、２つ
のＴＦＴと１つのキャパシタ（Ｃａｐａｃｉｔｏｒ）を含む。ここで、Ｔ１はピクセル回
路の駆動トランジスタであり、Ｔ２はスイッチングトランジスタである。走査線Ｇａｔｅ
はスイッチングトランジスタＴ２を起動させ、データ電圧Ｖｄａｔａはストレージキャパ
シタＣｓｔに対して充電を行ない、スイッチングトランジスタＴ２は発光期間中にオフと
なり、キャパシタに蓄積された電圧が駆動トランジスタＴ１をオンの状態に保つことで、
オン電流が発光ダイオードＯＬＥＤを発光させる。発光ダイオードＯＬＥＤが長期間直流
バイアス状態にあるため、内部のイオンが分極化して内蔵電界を形成し、発光ダイオード
ＯＬＥＤの閾値電圧は絶え間なく増加し、発光ダイオードＯＬＥＤの発光輝度は絶え間な
く下降するようになり、発光ダイオードＯＬＥＤの寿命が短くなる。また、異なるグレー
スケールでの発光ダイオードＯＬＥＤの直流バイアス電圧が異なるため、各サブピクセル
の発光ダイオードＯＬＥＤの劣化の程度も異なり、ディスプレイ画面に表示される画像が
不均一となり、表示効果に影響を与えることとなる。
【０００３】
　２Ｔ１Ｃの駆動回路にみられる上記問題に鑑みて、有機発光ダイオードＯＬＥＤが長期
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間直流バイアスの状態にあるという問題を解決するために、従来技術に対するさらなる改
善がなされている。しかしながら、改善後の回路は通常、非常に多数の電圧制御線を必要
とし、制御タイミングも自ずと比較的複雑なものとなり、大幅なコストの増加を招いてい
た。
【０００４】
　従って、従来技術に存在する問題を解決することのできる、ＯＬＥＤピクセル回路及び
ＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法を提供する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、既存のＯＬＥＤピクセル回路中の発光ダイオードが長期間直流バイア
ス状態にあるために劣化しやすいという問題を解決できる、ＯＬＥＤピクセル回路及びＯ
ＬＥＤ素子の劣化遅延方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の目的を達成するために、本発明の提供するＯＬＥＤピクセル回路はさらに、以下
のような技術案を採用している。
【０００７】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路は、
【０００８】
　第１薄膜トランジスタ、第５薄膜トランジスタ、第１キャパシタ及び第１発光ダイオー
ドを含む第１サブピクセル駆動ユニットと、
【０００９】
　第２薄膜トランジスタ、第６薄膜トランジスタ、第２キャパシタ及び第２発光ダイオー
ドを含む第２サブピクセル駆動ユニットと、を包含する。
【００１０】
　ここで、前記第１薄膜トランジスタのソース電極及び前記第２薄膜トランジスタのソー
ス電極は電源の正電圧を受け取り、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極は第１ノード
に電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は第２ノードに電気
的に接続されており、前記第１薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダイオー
ドのアノードに電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は前
記第２発光ダイオードのアノードに電気的に接続されている。
【００１１】
　前記第５薄膜トランジスタのソース電極及び前記第６薄膜トランジスタのソース電極は
データ信号を受信し、前記第５薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１ノードに電気
的に接続されており、前記第６薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２ノードに電気
的に接続されており、前記第５薄膜トランジスタのゲート電極は第２制御信号を受信し、
前記第６薄膜トランジスタのゲート電極は第３制御信号を受信する。
【００１２】
　前記第１キャパシタの一端は前記第１ノードに電気的に接続されており、前記第１キャ
パシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り、前記第２キャパシタの一端は前記第２ノー
ドに電気的に接続されており、前記第２キャパシタの他端は前記電源の正電圧を受け取る
。
【００１３】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路はさらに、
　第３薄膜トランジスタ、第７薄膜トランジスタ及び第９薄膜トランジスタを含む第１逆
バイアスユニットと、
【００１４】
　第４薄膜トランジスタ、第８薄膜トランジスタ及び第１０薄膜トランジスタを含む第２
逆バイアスユニットと、を包含する。
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【００１５】
　ここで、前記第３薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第４薄膜トランジスタのゲー
ト電極は第１制御信号を受信し、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記第４薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の正電圧を受け取り、前記第３薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
４薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接続
されている。
【００１６】
　前記第７薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第８薄膜トランジスタのゲート電極は
前記第１制御信号を受信し、前記第７薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダ
イオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第８薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第２発光ダイオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第７薄
膜トランジスタのソース電極及び前記第８薄膜トランジスタのソース電極は電源の負電圧
を受け取る。
【００１７】
　前記第９薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第１０薄膜トランジスタのゲート電極
は前記第１制御信号を受信し、前記第９薄膜トランジスタのソース電極及び前記第１０薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の負電圧を受け取り、前記第９薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
１０薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接
続されている。
【００１８】
　前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号はいずれも、外部のタイミ
ングコントローラによって供給される。
【００１９】
　前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、
前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前
記第７薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ、前記第９薄膜トランジスタ及び前
記第１０薄膜トランジスタはいずれも、低温ポリシリコン薄膜トランジスタ、酸化物半導
体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタである。
【００２０】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前
記第３制御信号は互いに組み合わさり、順に第１発光ダイオードの電位記憶段階、第１発
光ダイオードの発光表示段階、第２発光ダイオードの電位記憶段階、及び第２発光ダイオ
ードの発光表示段階に対応する。
【００２１】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜ト
ランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トラ
ンジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはいずれも、Ｎ型
薄膜トランジスタであり、前記第４薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前
記第９薄膜トランジスタはいずれも、Ｐ型薄膜トランジスタであり、
【００２２】
　前記第１発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は高電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
【００２３】
　前記第１発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
【００２４】
　前記第２発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は高電位を提供し、
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【００２５】
　前記第２発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供する。
【００２６】
　本発明の提供するＯＬＥＤピクセル回路はさらに、以下のような技術案を採用している
。
【００２７】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路は、
【００２８】
　第１薄膜トランジスタ、第５薄膜トランジスタ、第１キャパシタ及び第１発光ダイオー
ドを含む第１サブピクセル駆動ユニットと、
【００２９】
　第２薄膜トランジスタ、第６薄膜トランジスタ、第２キャパシタ及び第２発光ダイオー
ドを含む第２サブピクセル駆動ユニットと、を包含する。
【００３０】
　ここで、前記第１薄膜トランジスタのソース電極及び前記第２薄膜トランジスタのソー
ス電極は電源の正電圧を受け取り、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極は第１ノード
に電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は第２ノードに電気
的に接続されており、前記第１薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダイオー
ドのアノードに電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は前
記第２発光ダイオードのアノードに電気的に接続されている。
【００３１】
　前記第５薄膜トランジスタのソース電極及び前記第６薄膜トランジスタのソース電極は
データ信号を受信し、前記第５薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１ノードに電気
的に接続されており、前記第６薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２ノードに電気
的に接続されており、前記第５薄膜トランジスタのゲート電極は第２制御信号を受信し、
前記第６薄膜トランジスタのゲート電極は第３制御信号を受信する。
【００３２】
　前記第１キャパシタの一端は前記第１ノードに電気的に接続されており、前記第１キャ
パシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り、前記第２キャパシタの一端は前記第２ノー
ドに電気的に接続されており、前記第２キャパシタの他端は前記電源の正電圧を受け取る
。
【００３３】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路はさらに、
　第３薄膜トランジスタ、第７薄膜トランジスタ及び第９薄膜トランジスタを含む第１逆
バイアスユニットと、
【００３４】
　第４薄膜トランジスタ、第８薄膜トランジスタ及び第１０薄膜トランジスタを含む第２
逆バイアスユニットと、を包含する。
【００３５】
　ここで、前記第３薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第４薄膜トランジスタのゲー
ト電極は第１制御信号を受信し、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記第４薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の正電圧を受け取り、前記第３薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
４薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接続
されている。
【００３６】
　前記第７薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第８薄膜トランジスタのゲート電極は
前記第１制御信号を受信し、前記第７薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダ
イオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第８薄膜トランジスタのドレイ
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ン電極は前記第２発光ダイオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第７薄
膜トランジスタのソース電極及び前記第８薄膜トランジスタのソース電極は電源の負電圧
を受け取る。
【００３７】
　前記第９薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第１０薄膜トランジスタのゲート電極
は前記第１制御信号を受信し、前記第９薄膜トランジスタのソース電極及び前記第１０薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の負電圧を受け取り、前記第９薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
１０薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接
続されている。
【００３８】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前
記第３制御信号はいずれも、外部のタイミングコントローラによって供給される。
【００３９】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜ト
ランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トラ
ンジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トラン
ジスタ、前記第９薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはいずれも、低温ポ
リシリコン薄膜トランジスタ、酸化物半導体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン
薄膜トランジスタである。
【００４０】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前
記第３制御信号は互いに組み合わさり、順に第１発光ダイオードの電位記憶段階、第１発
光ダイオードの発光表示段階、第２発光ダイオードの電位記憶段階、及び第２発光ダイオ
ードの発光表示段階に対応する。
【００４１】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜ト
ランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トラ
ンジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはいずれもＮ型薄
膜トランジスタであり、前記第４薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及び前記
第９薄膜トランジスタはいずれもＰ型薄膜トランジスタであり、
【００４２】
　前記第１発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は高電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
【００４３】
　前記第１発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
【００４４】
　前記第２発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は高電位を提供し、
【００４５】
　前記第２発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供する。
【００４６】
　本発明はさらにＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法を提供し、当該方法の技術案は以下の通り
である。
【００４７】
　ステップ１、ＯＬＥＤピクセル回路を提供する。
【００４８】
　ステップ１における前記ＯＬＥＤピクセル回路は、
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【００４９】
　第１薄膜トランジスタ、第５薄膜トランジスタ、第１キャパシタ及び第１発光ダイオー
ドを含む第１サブピクセル駆動ユニットと、
【００５０】
　第２薄膜トランジスタ、第６薄膜トランジスタ、第２キャパシタ及び第２発光ダイオー
ドを含む第２サブピクセル駆動ユニットと、を包含する。
【００５１】
　ここで、前記第１薄膜トランジスタのソース電極及び前記第２薄膜トランジスタのソー
ス電極は電源の正電圧を受け取り、前記第１薄膜トランジスタのゲート電極は第１ノード
に電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのゲート電極は第２ノードに電気
的に接続されており、前記第１薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダイオー
ドのアノードに電気的に接続されており、前記第２薄膜トランジスタのドレイン電極は前
記第２発光ダイオードのアノードに電気的に接続されている。
【００５２】
　前記第５薄膜トランジスタのソース電極及び前記第６薄膜トランジスタのソース電極は
データ信号を受信し、前記第５薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１ノードに電気
的に接続されており、前記第６薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２ノードに電気
的に接続されており、前記第５薄膜トランジスタのゲート電極は第２制御信号を受信し、
前記第６薄膜トランジスタのゲート電極は第３制御信号を受信する。
【００５３】
　前記第１キャパシタの一端は前記第１ノードに電気的に接続されており、前記第１キャ
パシタの他端は前記電源の正電圧を受け取り、前記第２キャパシタの一端は前記第２ノー
ドに電気的に接続されており、前記第２キャパシタの他端は前記電源の正電圧を受け取る
。
【００５４】
　ステップ１における前記ＯＬＥＤピクセル回路はさらに、
　第３薄膜トランジスタ、第７薄膜トランジスタ及び第９薄膜トランジスタを含む第１逆
バイアスユニットと、
【００５５】
　第４薄膜トランジスタ、第８薄膜トランジスタ及び第１０薄膜トランジスタを含む第２
逆バイアスユニットと、を包含する。
【００５６】
　ここで、前記第３薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第４薄膜トランジスタのゲー
ト電極は第１制御信号を受信し、前記第３薄膜トランジスタのソース電極及び前記第４薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の正電圧を受け取り、前記第３薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
４薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接続
されている。
【００５７】
　前記第７薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第８薄膜トランジスタのゲート電極は
前記第１制御信号を受信し、前記第７薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第１発光ダ
イオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第８薄膜トランジスタのドレイ
ン電極は前記第２発光ダイオードのアノード端子に電気的に接続されており、前記第７薄
膜トランジスタのソース電極及び前記第８薄膜トランジスタのソース電極は電源の負電圧
を受け取る。
【００５８】
　前記第９薄膜トランジスタのゲート電極及び前記第１０薄膜トランジスタのゲート電極
は前記第１制御信号を受信し、前記第９薄膜トランジスタのソース電極及び前記第１０薄
膜トランジスタのソース電極は前記電源の負電圧を受け取り、前記第９薄膜トランジスタ
のドレイン電極は前記第１発光ダイオードのカソードに電気的に接続されており、前記第
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１０薄膜トランジスタのドレイン電極は前記第２発光ダイオードのカソードに電気的に接
続されている。
【００５９】
　ステップ２、第１発光ダイオードの電位記憶段階に入る。前記第１発光ダイオードの電
位記憶段階は、第Ｎフレームの画像期間にある。
【００６０】
　ステップ２において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号によ
り、前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ
及び前記第９薄膜トランジスタはオンとなるように制御され、前記第１薄膜トランジスタ
、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、
前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはオフとなるように制御され
、前記第１キャパシタは前記データ信号の電位を記憶し、且つ前記第２発光ダイオードは
逆バイアス状態となる。
【００６１】
　ステップ３、第１発光ダイオードの発光表示段階に入る。前記第１発光ダイオードの発
光表示段階は、第Ｎフレームの画像期間にある。
【００６２】
　ステップ３において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号によ
り、前記第１薄膜トランジスタ、前記第４薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ
及び前記第９薄膜トランジスタはオンとなるように制御され、前記第２薄膜トランジスタ
、前記第３薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、
前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはオフとなるように制御され
、前記第１発光ダイオードは発光し、且つ前記第２発光ダイオードは引き続き、逆バイア
ス状態となる。
【００６３】
　ステップ４、第２発光ダイオードの電位記憶段階に入る。前記第２発光ダイオードの電
位記憶段階は、第Ｎ＋１フレームの画像期間にある。
【００６４】
　ステップ４において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号によ
り、前記第１薄膜トランジスタ、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ
、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジス
タはオンとなるように制御され、前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ
、前記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはオフとなるように制御され
、前記第２キャパシタは前記データ信号の電位を記憶し、且つ前記第１発光ダイオードは
逆バイアス状態となる。
【００６５】
　ステップ５、第２発光ダイオードの発光表示段階に入る。前記第２発光ダイオードの発
光表示段階は、第Ｎ＋１フレームの画像期間にある。
【００６６】
　ステップ５において、前記第１制御信号、前記第２制御信号及び前記第３制御信号によ
り、前記第２薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ
及び前記第１０薄膜トランジスタはオンとなるように制御され、前記第１薄膜トランジス
タ、前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ
、前記第８薄膜トランジスタ及び前記第９薄膜トランジスタはオフとなるように制御され
、前記第２発光ダイオードは発光し、且つ前記第１発光ダイオードは引き続き、逆バイア
ス状態となる。
【００６７】
　本発明のＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法において、前記第１制御信号、前記第２制御信号
及び前記第３制御信号はいずれも、外部のタイミングコントローラによって供給される。
【００６８】
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　本発明のＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法において、前記第１薄膜トランジスタ、前記第２
薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第４薄膜トランジスタ、前記第５薄
膜トランジスタ、前記第６薄膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ、前記第８薄膜
トランジスタ、前記第９薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはいずれも、
低温ポリシリコン薄膜トランジスタ、酸化物半導体薄膜トランジスタ又はアモルファスシ
リコン薄膜トランジスタである。
【００６９】
　本発明のＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法において、前記第１薄膜トランジスタ、前記第２
薄膜トランジスタ、前記第３薄膜トランジスタ、前記第５薄膜トランジスタ、前記第６薄
膜トランジスタ、前記第７薄膜トランジスタ及び前記第１０薄膜トランジスタはいずれも
Ｎ型薄膜トランジスタであり、前記第４薄膜トランジスタ、前記第８薄膜トランジスタ及
び前記第９薄膜トランジスタはいずれもＰ型薄膜トランジスタであり、
【００７０】
　前記第１発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は高電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
【００７１】
　前記第１発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は低電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供し、
【００７２】
　前記第２発光ダイオードの電位記憶段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は高電位を提供し、
【００７３】
　前記第２発光ダイオードの発光表示段階において、前記第１制御信号は高電位を提供し
、前記第２制御信号は低電位を提供し、前記第３制御信号は低電位を提供する。
【発明の効果】
【００７４】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路及びＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法において、第１サブピ
クセル駆動ユニットと、第２サブピクセル駆動ユニットと、第１逆バイアスユニットと、
第２逆バイアスユニットが設けられ、加えて、簡単な制御シーケンスにより、第１発光ダ
イオード及び第２発光ダイオードが常に直流バイアス状態にはならず、且つ第１発光ダイ
オードと第２発光ダイオードとが異なるフレームの画像期間で交互に発光するようになり
、第１発光ダイオード及び第２発光ダイオードの発光時間が減少し、第１発光ダイオード
及び第２発光ダイオードの劣化を遅延させることで、パネルの表示品質が改善される。
【００７５】
　上記の本発明に関する内容をより明確に理解するために、以下において、好ましい実施
形態を挙げ、且つ添付の図面を併用して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
　以下において、添付の図面を用いて、本発明の具体的な実施形態について詳述すること
で、本発明の技術案及びその他の有益な効果が明らかとなる。
【００７７】
【図１】従来における２Ｔ１Ｃ構造のＯＬＥＤピクセル回路の回路図である。
【図２】本発明におけるＯＬＥＤピクセル回路の回路図である。
【図３】本発明におけるＯＬＥＤピクセル回路のタイミング図である。
【図４】本発明におけるＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法のステップ２を示す図である。
【図５】本発明におけるＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法のステップ３を示す図である。
【図６】本発明におけるＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法のステップ４を示す図である。
【図７】本発明におけるＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法のステップ５を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００７８】
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　本発明で用いられている技術的手段及びその効果についてより詳細に説明するために、
以下において、本発明の好ましい実施形態及び添付の図面を組み合わせた上で詳述する。
明らかに、記載されている実施形態は、本発明における一部の実施形態にすぎず、全ての
実施形態ではない。本発明の実施形態に基づいて、本分野の通常の技術者がいかなる創造
的労力も費やすことなく得られた他の全ての実施形態はいずれも、本発明の保護範囲に属
する。
【００７９】
　図２を参照されたい。本発明はＯＬＥＤピクセル回路を提供し、当該ＯＬＥＤピクセル
回路は、第１サブピクセル駆動ユニット１０１と、第２サブピクセル駆動ユニット１０２
と、第１逆バイアスユニット１０３と、第２逆バイアスユニット１０４とを含む。ここで
、第１サブピクセル駆動ユニット１０１は、第１薄膜トランジスタＴ１と、第５薄膜トラ
ンジスタＴ５と、第１キャパシタＣ１と、第１発光ダイオードＯＬＥＤ１とを含む。第２
サブピクセル駆動ユニット１０２は、第２薄膜トランジスタＴ２と、第６薄膜トランジス
タＴ６と、第２キャパシタＣ２と、第２発光ダイオードＯＬＥＤ２とを含む。第１逆バイ
アスユニット１０３は、第３薄膜トランジスタＴ３と、第７薄膜トランジスタＴ７と、第
９薄膜トランジスタＴ９とを含む。第２逆バイアスユニット１０４は、第４薄膜トランジ
スタＴ４と、第８薄膜トランジスタＴ８と、第１０薄膜トランジスタＴ１０とを含む。
【００８０】
　さらに、第１薄膜トランジスタＴ１のソース電極及び第２薄膜トランジスタＴ２のソー
ス電極は、電源の正電圧ＯＶＤＤを受け取る。第１薄膜トランジスタＴ１のゲート電極は
第１ノードＮ１に電気的に接続されており、第２薄膜トランジスタＴ２のゲート電極は第
２ノードＮ２に電気的に接続されている。第１薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極は第
１発光ダイオードＯＬＥＤ１のアノードに電気的に接続されており、第２薄膜トランジス
タＴ２のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬＥＤ２のアノードに電気的に接続されて
いる。
【００８１】
　第５薄膜トランジスタＴ５のソース電極及び第６薄膜トランジスタＴ６のソース電極は
、データ信号Ｖｄａｔａを受信する。第５薄膜トランジスタＴ５のドレイン電極は第１ノ
ードＮ１に電気的に接続されており、第６薄膜トランジスタＴ６のドレイン電極は第２ノ
ードＮ２に電気的に接続されている。第５薄膜トランジスタＴ５のゲート電極は第２制御
信号Ｓ２を受信し、第６薄膜トランジスタＴ６のゲート電極は第３制御信号Ｓ３を受信す
る。
【００８２】
　第１キャパシタＣ１の一端は第１ノードＮ１に電気的に接続されており、他端は電源の
正電圧ＯＶＤＤを受け取る。第２キャパシタＣ２の一端は第２ノードＮ２に電気的に接続
されており、他端は電源の正電圧ＯＶＤＤを受け取る。
【００８３】
　第３薄膜トランジスタＴ３のゲート電極及び第４薄膜トランジスタＴ４のゲート電極は
、第１制御信号Ｓ１を受信する。第３薄膜トランジスタＴ３のソース電極及び第４薄膜ト
ランジスタＴ４のソース電極は、電源の正電圧ＯＶＤＤを受け取る。第３薄膜トランジス
タＴ３のドレイン電極は第１発光ダイオードＯＬＥＤ１のカソードに電気的に接続されて
おり、第４薄膜トランジスタＴ４のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬＥＤ２のカソ
ードに電気的に接続されている。
【００８４】
　第７薄膜トランジスタＴ７のゲート電極及び第８薄膜トランジスタＴ８のゲート電極は
、第１制御信号Ｓ１を受信する。第７薄膜トランジスタＴ７のドレイン電極は第１発光ダ
イオードＯＬＥＤ１のアノード端子に電気的に接続されており、第８薄膜トランジスタＴ
８のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬＥＤ２のアノード端子に電気的に接続されて
いる。第７薄膜トランジスタＴ７のソース電極及び第８薄膜トランジスタＴ８のソース電
極は、電源の負電圧ＯＶＳＳを受け取る。
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【００８５】
　第９薄膜トランジスタＴ９のゲート電極及び第１０薄膜トランジスタＴ１０のゲート電
極は、第１制御信号Ｓ１を受信する。第９薄膜トランジスタＴ９のソース電極及び第１０
薄膜トランジスタＴ１０のソース電極は、電源の負電圧ＯＶＳＳを受け取る。第９薄膜ト
ランジスタＴ９のドレイン電極は第１発光ダイオードＯＬＥＤ１のカソードに電気的に接
続されており、第１０薄膜トランジスタＴ１０のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬ
ＥＤ２のカソードに電気的に接続されている。
【００８６】
　具体的には、第１薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トラン
ジスタＴ３、第４薄膜トランジスタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄膜トランジ
スタＴ６、第７薄膜トランジスタＴ７、第８薄膜トランジスタＴ８、第９薄膜トランジス
タＴ９、及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はいずれも、低温ポリシリコン薄膜トランジ
スタ、酸化物半導体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタである
。さらに、第１薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トランジス
タＴ３、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジスタ
Ｔ７、及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はいずれも、Ｎ型薄膜トランジスタである。第
４薄膜トランジスタＴ４、第８薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はい
ずれも、Ｐ型薄膜トランジスタである。
【００８７】
　具体的には、第１制御信号Ｓ１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３はいずれも、
外部のタイミングコントローラによって供給されるものである。
【００８８】
　図３は、本発明の実施形態におけるＯＬＥＤピクセル回路内の各々の制御信号を示すタ
イミング図である。図２及び図３を参照されたい。本実施形態における、第１制御信号Ｓ
１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３は互いに組み合わさり、順に第１発光ダイオ
ードの電位記憶段階ｔ１、第１発光ダイオードの発光表示段階ｔ２、第２発光ダイオード
の電位記憶段階ｔ３、及び第２発光ダイオードの発光表示段階ｔ４に対応する。ここで、
第１発光ダイオードの電位記憶段階ｔ１及び第１発光ダイオードの発光表示段階ｔ２はい
ずれも、第Ｎフレームの画像期間にある。第２発光ダイオードの電位記憶段階ｔ３及び第
２発光ダイオードの発光表示段階ｔ４はいずれも、第Ｎ＋１フレームの画像期間にある。
【００８９】
　図４乃至図７を参照し、且つ図２及び図３も併せて参照されたい。本発明のＯＬＥＤピ
クセル回路の動作過程は以下の通りである。
【００９０】
　図３及び図４を参照されたい。第１発光ダイオードの電位記憶段階ｔ１において、第１
制御信号Ｓ１が低電位を提供し、第２制御信号Ｓ２が高電位を提供し、第３制御信号Ｓ３
が低電位を提供するため、第４薄膜トランジスタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第８
薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はオンとなるように制御され、第１
薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トランジスタＴ３、第６薄
膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジスタＴ７及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はオ
フとなるように制御され、第１キャパシタＣ１はデータ信号Ｖｄａｔａの電位を記憶し、
且つ第２発光ダイオードＯＬＥＤ２は逆バイアス状態となり、即ち、第２発光ダイオード
ＯＬＥＤ２のアノード端子は電源の負電圧ＯＶＳＳを受け取り、カソード端子は電源の正
電圧ＯＶＤＤを受け取る。
【００９１】
　図３及び図５を参照されたい。第１発光ダイオードの発光表示段階ｔ２において、第１
制御信号Ｓ１が低電位を提供し、第２制御信号Ｓ２が低電位を提供し、第３制御信号Ｓ３
が低電位を提供するため、第１薄膜トランジスタＴ１、第４薄膜トランジスタＴ４、第８
薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はオンとなるように制御され、第２
薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トランジスタＴ３、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄
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膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジスタＴ７及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はオ
フとなるように制御され、第１発光ダイオードＯＬＥＤ１は発光し、且つ第２発光ダイオ
ードＯＬＥＤ２は引き続き、逆バイアス状態となる。
【００９２】
　図３及び図６を参照されたい。第２発光ダイオードの電位記憶段階ｔ３において、第１
制御信号Ｓ１が高電位を提供し、第２制御信号Ｓ２が低電位を提供し、第３制御信号Ｓ３
が高電位を提供するため、第１薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３
薄膜トランジスタＴ３、第６薄膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジスタＴ７及び第１
０薄膜トランジスタＴ１０はオンとなるように制御され、第４薄膜トランジスタＴ４、第
５薄膜トランジスタＴ５、第８薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はオ
フとなるように制御され、第２キャパシタＣ２はデータ信号Ｖｄａｔａの電位を記憶し、
且つ第１発光ダイオードＯＬＥＤ１は逆バイアス状態となり、即ち、第１発光ダイオード
ＯＬＥＤ１のアノード端子は電源の負電圧ＯＶＳＳを受け取り、カソード端子は電源の正
電圧ＯＶＤＤを受け取る。
【００９３】
　図３及び図７を参照されたい。第２発光ダイオードの発光表示段階ｔ４において、第１
制御信号Ｓ１が高電位を提供し、第２制御信号Ｓ２が低電位を提供し、第３制御信号Ｓ３
が低電位を提供するため、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トランジスタＴ３、第７
薄膜トランジスタＴ７及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はオンとなるように制御され、
第１薄膜トランジスタＴ１、第４薄膜トランジスタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第
６薄膜トランジスタＴ６、第８薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はオ
フとなるように制御され、第２発光ダイオードＯＬＥＤ２は発光し、且つ第１発光ダイオ
ードＯＬＥＤ１は引き続き、逆バイアス状態となる。
【００９４】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路において、第１サブピクセル駆動ユニットと、第２サブ
ピクセル駆動ユニットと、第１逆バイアスユニットと、第２逆バイアスユニットが設けら
れ、加えて、簡単な制御シーケンスにより、第１発光ダイオード及び第２発光ダイオード
が常に直流バイアス状態にはならず、且つ第１発光ダイオードと第２発光ダイオードが交
互に発光するようになり、第１発光ダイオード及び第２発光ダイオードの発光時間が減少
し、第１発光ダイオード及び第２発光ダイオードの劣化を遅延させることで、パネルの表
示品質が改善される。
【００９５】
　図４乃至図７を参照し、且つ図２及び図３も併せて参照されたい。上述のＯＬＥＤピク
セル回路に基づいて、本発明はさらにＯＬＥＤ素子の劣化遅延方法を提供し、当該方法は
以下のステップを含む。
【００９６】
　ステップ１、ＯＬＥＤピクセル回路を提供する。
【００９７】
　当該ＯＬＥＤピクセル回路は、以下の構成を含む。
【００９８】
　第１薄膜トランジスタＴ１と、第５薄膜トランジスタＴ５と、第１キャパシタＣ１と、
第１発光ダイオードＯＬＥＤ１とを含む第１サブピクセル駆動ユニット１０１。
【００９９】
　第２薄膜トランジスタＴ２と、第６薄膜トランジスタＴ６と、第２キャパシタＣ２と、
第２発光ダイオードＯＬＥＤ２とを含む第２サブピクセル駆動ユニット１０２。
【０１００】
　ここで、第１薄膜トランジスタＴ１のソース電極及び第２薄膜トランジスタＴ２のソー
ス電極は、電源の正電圧ＯＶＤＤを受け取る。第１薄膜トランジスタＴ１のゲート電極は
第１ノードＮ１に電気的に接続されており、第２薄膜トランジスタＴ２のゲート電極は第
２ノードＮ２に電気的に接続されている。第１薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極は第
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１発光ダイオードＯＬＥＤ１のアノードに電気的に接続されており、第２薄膜トランジス
タＴ２のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬＥＤ２のアノードに電気的に接続されて
いる。
【０１０１】
　第５薄膜トランジスタＴ５のソース電極及び第６薄膜トランジスタＴ６のソース電極は
、データ信号Ｖｄａｔａを受信する。第５薄膜トランジスタＴ５のドレイン電極は第１ノ
ードＮ１に電気的に接続されており、第６薄膜トランジスタＴ６のドレイン電極は第２ノ
ードＮ２に電気的に接続されている。第５薄膜トランジスタＴ５のゲート電極は第２制御
信号Ｓ２を受信し、第６薄膜トランジスタＴ６のゲート電極は第３制御信号Ｓ３を受信す
る。
【０１０２】
　第１キャパシタＣ１の一端は第１ノードＮ１に電気的に接続されており、他端は電源の
正電圧ＯＶＤＤを受け取る。第２キャパシタＣ２の一端は第２ノードＮ２に電気的に接続
されており、他端は電源の正電圧ＯＶＤＤを受け取る。
【０１０３】
　第３薄膜トランジスタＴ３と、第７薄膜トランジスタＴ７と、第９薄膜トランジスタＴ
９とを含む第１逆バイアスユニット１０３。
【０１０４】
　第４薄膜トランジスタＴ４と、第８薄膜トランジスタＴ８と、第１０薄膜トランジスタ
Ｔ１０とを含む第２逆バイアスユニット１４。
【０１０５】
　第３薄膜トランジスタＴ３のゲート電極及び第４薄膜トランジスタＴ４のゲート電極は
、第１制御信号Ｓ１を受信する。第３薄膜トランジスタＴ３のソース電極及び第４薄膜ト
ランジスタＴ４のソース電極は、電源の正電圧ＯＶＤＤを受け取る。第３薄膜トランジス
タＴ３のドレイン電極は第１発光ダイオードＯＬＥＤ１のカソードに電気的に接続されて
おり、第４薄膜トランジスタＴ４のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬＥＤ２のカソ
ードに電気的に接続されている。
【０１０６】
　第７薄膜トランジスタＴ７のゲート電極及び第８薄膜トランジスタＴ８のゲート電極は
、第１制御信号Ｓ１を受信する。第７薄膜トランジスタＴ７のドレイン電極は第１発光ダ
イオードＯＬＥＤ１のアノード端子に電気的に接続されており、第８薄膜トランジスタＴ
８のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬＥＤ２のアノード端子に電気的に接続されて
いる。第７薄膜トランジスタＴ７のソース電極及び第８薄膜トランジスタＴ８のソース電
極は電源の負電圧ＯＶＳＳを受け取る。
【０１０７】
　第９薄膜トランジスタＴ９のゲート電極及び第１０薄膜トランジスタＴ１０のゲート電
極は、第１制御信号Ｓ１を受信する。第９薄膜トランジスタＴ９のソース電極及び第１０
薄膜トランジスタＴ１０のソース電極は、電源の負電圧ＯＶＳＳを受け取る。第９薄膜ト
ランジスタＴ９のドレイン電極は第１発光ダイオードＯＬＥＤ１のカソードに電気的に接
続されており、第１０薄膜トランジスタＴ１０のドレイン電極は第２発光ダイオードＯＬ
ＥＤ２のカソードに電気的に接続されている。
【０１０８】
　ステップ２、第１発光ダイオードの電位記憶段階ｔ１に入る。
【０１０９】
　第１制御信号Ｓ１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３により、第４薄膜トランジ
スタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第８薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジ
スタＴ９はオンとなるように制御され、第１薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジス
タＴ２、第３薄膜トランジスタＴ３、第６薄膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジスタ
Ｔ７及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はオフとなるように制御され、第１キャパシタＣ
１はデータ信号Ｖｄａｔａの電位を記憶し、且つ第２発光ダイオードＯＬＥＤ２は逆バイ
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アス状態となる。
【０１１０】
　ステップ３、第１発光ダイオードの発光表示段階ｔ２に入る。
【０１１１】
　第１制御信号Ｓ１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３により、第１薄膜トランジ
スタＴ１、第４薄膜トランジスタＴ４、第８薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジ
スタＴ９はオンとなるように制御され、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トランジス
タＴ３、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジスタ
Ｔ７及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はオフとなるように制御され、第１発光ダイオー
ドＯＬＥＤ１は発光し、且つ第２発光ダイオードＯＬＥＤ２は引き続き、逆バイアス状態
となる。
【０１１２】
　ステップ４、第２発光ダイオードの電位記憶段階ｔ３に入る。
【０１１３】
　第１制御信号Ｓ１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３により、第１薄膜トランジ
スタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トランジスタＴ３、第６薄膜トランジス
タＴ６、第７薄膜トランジスタＴ７及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はオンとなるよう
に制御され、第４薄膜トランジスタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第８薄膜トランジ
スタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はオフとなるように制御され、第２キャパシタＣ
２はデータ信号Ｖｄａｔａの電位を記憶し、且つ第１発光ダイオードＯＬＥＤ１は逆バイ
アス状態となる。
【０１１４】
　ステップ５、第２発光ダイオードの発光表示段階ｔ４に入る。
【０１１５】
　第１制御信号Ｓ１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３により、第２薄膜トランジ
スタＴ２、第３薄膜トランジスタＴ３、第７薄膜トランジスタＴ７及び第１０薄膜トラン
ジスタＴ１０はオンとなるように制御され、第１薄膜トランジスタＴ１、第４薄膜トラン
ジスタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄膜トランジスタＴ６、第８薄膜トランジ
スタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９はオフとなるように制御され、第２発光ダイオー
ドＯＬＥＤ２は発光し、且つ第１発光ダイオードＯＬＥＤ１は引き続き、逆バイアス状態
となる。
【０１１６】
　好ましくは、第１制御信号Ｓ１、第２制御信号Ｓ２及び第３制御信号Ｓ３はいずれも、
外部のタイミングコントローラによって供給される。
【０１１７】
　好ましくは、第１薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トラン
ジスタＴ３、第４薄膜トランジスタＴ４、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄膜トランジ
スタＴ６、第７薄膜トランジスタＴ７、第８薄膜トランジスタＴ８、第９薄膜トランジス
タＴ９、及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はいずれも、低温ポリシリコン薄膜トランジ
スタ、酸化物半導体薄膜トランジスタ又はアモルファスシリコン薄膜トランジスタである
。
【０１１８】
　好ましくは、第１薄膜トランジスタＴ１、第２薄膜トランジスタＴ２、第３薄膜トラン
ジスタＴ３、第５薄膜トランジスタＴ５、第６薄膜トランジスタＴ６、第７薄膜トランジ
スタＴ７、及び第１０薄膜トランジスタＴ１０はいずれも、Ｎ型薄膜トランジスタであり
、第４薄膜トランジスタＴ４、第８薄膜トランジスタＴ８及び第９薄膜トランジスタＴ９
はいずれも、Ｐ型薄膜トランジスタである。
【０１１９】
　第１発光ダイオードの電位記憶段階ｔ１において、第１制御信号Ｓ１は低電位を提供し
、第２制御信号Ｓ２は高電位を提供し、第３制御信号Ｓ３は低電位を提供する。
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【０１２０】
　第１発光ダイオードの発光表示段階ｔ２において、第１制御信号Ｓ１は低電位を提供し
、第２制御信号Ｓ２は低電位を提供し、第３制御信号Ｓ３は低電位を提供する。
【０１２１】
　第２発光ダイオードの電位記憶段階ｔ３において、第１制御信号Ｓ１は高電位を提供し
、第２制御信号Ｓ２は低電位を提供し、第３制御信号Ｓ３は高電位を提供する。
【０１２２】
　第２発光ダイオードの発光表示段階ｔ４において、第１制御信号Ｓ１は高電位を提供し
、第２制御信号Ｓ２は低電位を提供し、第３制御信号Ｓ３は低電位を提供する。
【０１２３】
　本発明のＯＬＥＤピクセル回路及びＯＬＥＤ素子の劣化を遅延させる方法において、第
１サブピクセル駆動ユニットと、第２サブピクセル駆動ユニットと、第１逆バイアスユニ
ットと、第２逆バイアスユニットが設けられ、加えて、簡単な制御シーケンスにより、第
１発光ダイオード及び第２発光ダイオードが常に直流バイアス状態にはならず、且つ第１
発光ダイオードと第２発光ダイオードが異なるフレームの画像期間で交互に発光するよう
になり、第１発光ダイオード及び第２発光ダイオードの発光時間が減少し、第１発光ダイ
オード及び第２発光ダイオードの劣化を遅延させることで、パネルの表示品質が改善され
る。
【０１２４】
　以上のように、本発明はその好ましい実施形態を通じて上記において開示されたが、上
述の好ましい実施形態は本発明を限定するためのものではない。本分野の通常の技術者は
、本発明の趣旨及び範囲から逸脱しない限りにおいて、様々な変更及び修整を施すことが
できる。従って、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で定められた範囲を基準とする。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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